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69 Anodisierung von Al-Si-Legierungen.

€7) Oberflachen von Gegenstanden aus eutektischen oder

hypereutektischen Al-Si-Legierungen lassen sich ano-
disch nicht oxidieren, weil die Oberflichenschicht Si- oder
Si-haltige und damit elektrisch leitfahige Kristalle in der
Grossenordnung von 10 um enthalten, welche bis an die
Oberflache ragen bzw. dieselbe teilweise bilden. Die Kri-
stalle leiten den elektrischen Strom von der Anode zur
Kathode und fithren somit einen Kurzschlussstrom herbei.

Ein Verfahren, das Oberfidchen von derartigen Gegen-
standen zu anodisieren vermag, zeichnet sich dadurch aus,
dass die Partikelgrosse der Si- oder Si-haltigen Kristalle der
einen Gehalt von 13 Gew.-% oder mehr Si aufweisenden
Oberflichenschicht des Gegenstandes durch Auf- oder
Anschmelzen auf eine Grésse von um 5 pm gebracht wird
oder dass bei einem Gegenstand mit einer Oberfléchen-
schicht mit einem Si-Gehalt von unter 13 Gew.-% durch
Einbringen von Si eine Oberflachenschicht mit einem
Gehalt von 13 Gew.-% oder mehr Si erzeugt wird und die
Partikelgrésse der Si- oder Si-haltigen Kristalle in der Ober-
fiachenschicht durch Schmelzebehandlung auf eine
Grdsse von um 5 um gebracht wird.
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Beschreibung

Die anodische Oxidation von Aluminiumlegierun-
gen ist altbekannt und wird angewandt, um die Kor-
rosionsfestigkeit und physikalische Eigenschaften
wie Verschleissfestigkeit, Harte usw. von Alumini-
umwerkstoffen zu erhéhen.

Verschleissfeste Gegenstdnde aus Aluminium-
werkstoffen stellt man bekannterweise insbesondere
her, indem man diese ganz oder zumindest teilwei-
se aus einer eutektischen oder hypereutektischen
Al-Si-Legierung fertigt. Die Oberfi&chenschicht — bis
etwa 1 mm - derartiger Gegenstande enthalten Si-
oder Si-haltige und damit elektrisch leitfahige Kri-
stalle in der Grdssenordnung von 10 um, welche
bis an die Oberflache ragen bzw. dieselbe teilweise
bilden. Wenn man derartige Oberflichen anodisie-
ren will, stellt man fest, dass die Si- oder Si-halti-
gen Kristalle den elekirischen Strom von der Anode
zur Kathode leiten und somit einen Kurzschluss-
strom herbeifiihren, wodurch ein anodisch oxidativer
Schichtaufbau verhindert wird.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen
zumindest oberflachlich aus einer eutektischen oder
hypereutektischen Al-Si-Legierung bestehenden Ge-
genstand herzustellen, der sich anodisch oxidieren
lasst und damit eine erhdhte Korrosionsfestigkeit
und verbesserte Verschleissfestigkeits- und Harteei-
genschaften zumindest gegeniiber einem nicht an-
odisch oxidierbaren vergleichbaren Gegenstand auf-
weist.

Erfindungsgeméss wird die gestellie Aufgabe
durch die kennzeichnenden Merkmale des An-
spruchs 1 geldst.

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsge-
méassen Verfahrens ergeben sich aus den kenn-
zeichnenden Merkmalen der Anspriiche 2 bis 9.

Beispiel 1

Ein Gegenstand aus einer AISi7-Gusslegierung
wurde an der Oberflache von einem COz-Laser auf-
geschmolzen, wobei gleichzeitig Aluminium-Silizium-
Pulver in die Schmelzzone eingeleitet wurde, das
sich mit dem Subsirat verband. Der Laserstrahl
wurde mit einer Leistung von 1500 Watt bei 1 mm
Durchmesser auf die Oberflache fokussiert und mit
einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Minute
tiber den Gegenstand gefiihrt. Dieser Vorgang wur-
de 3- bis 4mal wiederholt, wobei sich eine 0,7 mm
dicke Schicht aus Aluminium mit 13 Gew.-% Silizi-
um aufbaute.

Danach wurden von der pordsen Oberflache ca.
0,1 mm mechanisch abgedreht und anschliessend
wurde der Gegenstand entfettet und in einem
Schwefelsdureelektrolyten mit 200 g H2SOu/Liter
bei 20°C und 1,5 A/dm2 wahrend 40 Minuten an-
odisiert. Nach dem Verdichtungsprozess in kochen-
dem Wasser wies der Gegenstand eine Oxid-
schichtdicke von 12 Mikrometern auf.

Beispiel 2

Es wurde wie in Beispiel 1 vorgegangen, jedoch
wurde eine Zusammensetzung des Aluminium/Silizi-
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umpulvers gewahlt, dass die Schicht 25 Gew.-% Si-
lizium enthielt. Mechanische Vorbereitung, anodi-
sche Oxidation und Verdichtung wurden wie im Bei-
spiel 1 durchgefiihrt. Die Oxidschichtdicke betrug
19 Mikrometer.

Beispiel 3

Es wurde wiederum wie in den Beispielen 1 und
2 vorgegangen, jedoch wurde die Oberflache des
Gegenstandes nach dem Beschichtungsprozess ei-
ner Warmebehandlung mit dem CO.-Laser unterzo-
gen. Anschliessend wurde der Gegenstand wieder-
um wie im Beispiel 1 mechanisch abgedreht, entfet-
tet und anodisiert.

An den Gegenstinden nach allen drei Beispielen
konnten fldchendeckende anodisch erzeugte Oxid-
schichten festgestellt werden, die die gewlinschten
chemischen und physikalischen Eigenschaften auf-
weisen.

Der Grund, dass es bis anhin nicht mdglich war,
Si-reiche Al-Legierungen zu anodisieren, bestand
darin, dass die Si-Ausscheidungen zu gross waren,
um einen kompakten anodisch oxidativen Schicht-
aufbau zu bilden. Durch schockartige Warmebe-
handlungen an der Oberfliche der Si-reichen Pha-
sen ist es erfindungsgemass mdglich, die Grosse
der ausgeschiedenen Si-Partikel auf ein Mass zu
reduzieren, mit der Wirkung, dass eine anschlies-
sende Anodisation eines derartig ausgebildeten Ge-
genstandes mdglich ist.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines zumindest ei-
ner Oberflachenschicht aus einer eutektischen oder
hypereutektischen Al-Si-Legierung bestehenden Ge-
genstandes, dadurch gekennzeichnet, dass die Par-
tikelgrdsse der Si- oder Si-haltigen Kristalle der ei-
nen Gehalt von 13 Gew.-% oder mehr Si aufwei-
senden Oberflachenschicht des Gegenstandes
durch Auf- oder Anschmelzen auf eine GrGsse von
um 5 um gebracht wird oder dass bei einem Ge-
genstand mit einer Oberfldchenschicht mit einem
Si-Gehalt von unter 13 Gew.-% durch Einbringen
von Si eine Oberflachenschicht mit einem Gehalt
von 13 Gew.-% oder mehr Si erzeugt wird und die
Partikelgrésse der Si- oder Si-haltigen Kristalle in
der Oberflachenschicht durch Schmelzebehandlung
auf eine Grosse von um 5 pm gebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einbringen von Si und die
Schmelzebehandlung gleichzeitig erfolgen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Si-Gehalt der Oberila-
chenschicht mindestens 20 Gew.-%, vorzugsweise
25 Gew.-%, betrégt.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelgrésse
der Si- oder Si-haltigen Kristalle kleiner 5 ym be-
tragt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Partikelgrésse der Si- oder Si-
haltigen Kristalle kleiner/gleich 3 um betragt.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Herbeifiihrung
der Partikelgrésse der Si- oder Si-haltigen Kristalle
mit energiereicher Strahlung erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die energiereiche Strahlung Laser- 5
strahlung ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Laserstrahlung durch einen CO2-
Laser herbeigefiihrt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 10
zeichnet, dass die energiereiche Strahlung eine
Elektronenstrahlung ist.
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